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 我々の研究グループでは，これまでに電荷転送型イオンイメージセンサ及び酵素法による過酸化水素

（H2O2）検出技術を応用した 37.3 µmピッチのレドックスイメージセンサを開発してきた[1,2]．本センサ

はアレイセンサ上に，高真空 EB蒸着法で金/チタン（20/5 nm）を堆積し，酵素と電子メディエータを用い

て溶液中の酸化還元反応を表面電位の変化として検出する．一方，出力信号の揺らぎは 10 mV程度と基盤

センサのそれより 10倍程度大きく，出力応答の改善に向けた金/チタンの堆積条件の検討が重要である．本

報では，電荷転送型レドックスイメージセンサにおける金/チタンの堆積方法の検討について報告する． 

 本研究では，段差の被覆性に優れる反応性スパッタリングでイメージセンサ上に金/チタン（30 nm程度）

薄膜を堆積し，従来型の蒸着膜の出力応答と比較検討した．図 1に，スパッタ及び蒸着法で成膜したセンサ

の VOut－VRef特性を示す．同図より，スパッタ膜の VOutは立ち上がり電圧（Vth）付近から急峻であったの

に対し，蒸着膜の VOutは Vth付近で鈍っていることがわかる．また，VRefに対する VOutの傾き（出力ゲイン）

は，スパッタ膜；1.5，蒸着膜；0.8程度であった．この原因は，EB蒸着の工程で画素部に残留電荷が生じ，

感応膜特性が変化したと考えられるが，詳細は考察中である．  

続いて，イメージセンサ上に pH7.4 の緩衝液を乗せて時間応答を計測した．その結果，図 2 に示すよう

に，スパッタ膜の出力信号の揺らぎは蒸着膜より十分小さく，30 sec間の計測値の標準偏差は，スパッタ膜；

0.6 mV，蒸着膜；3 mVであった．スパッタ膜の標準偏差は，金属薄膜を堆積しない Si3N4膜（pH感応膜）

の出力信号の標準偏差と同程度であった．続いて，両センサのドリフト特性を計測した結果，スパッタ膜；

10 mV/h，蒸着膜；50 mV/h程度であった．一方，成膜方法の違いによる表面の膜質については，検討中で

ある．以上，現時点では電荷転送型イオンイメージセンサの Si3N4膜上への金/チタンの成膜方法として反応

性スパッタリングが有効であると考えられる． 
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